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 = 3.3 mA 

แรงดันระหว�างคอลเล็กเตอร�กับอิมิตเตอร� VCE ของจุดทํางานสงบซ่ึงมีค�าเท�ากับ 

 VEC = VEE - ICRC (3.20) 

แทนค�า VEE = 12 V, RC = 1 kΩ และ IC = 3.3 mA 

 VCE = 12 V – (3.3 mA x 1 kΩ) (3.21) 

 = 8.7 V  

3.2.2 วงจรไบอัสแบบแบ$งแรงดัน (Voltage-divider bias circuit) 

รูปท่ี 3.7 (ก) แสดงวงจรไบอัสทรานซิสเตอร�แบบแบ�งแรงดันซ่ึงประกอบด2วยตัวต2านทาน 
R1 และ R2 ทําหน2าท่ีแบ�งแรงดันไบอัสให2กับทรานซิสเตอร� Q1 และตัวต2านทาน RC ขณะท่ีรูปท่ี 3.7 (ข) 
แสดงวงจรไบอัสทรานซิสเตอร�แบบแบ�งแรงดันซ่ึงมีตัวต2านทาน RE เพ่ิมเข2ามาในวงจร ซ่ึงการไบอัสวงจร
ลักษณะนี้วงจรจะมีเสถียรภาพดี เนื่องจากวงจรมีการปgอนกลับแบบลบผ�านตัวต2านทาน RE แต�
อัตราขยายของวงจรจะน2อยกว�าวงจรไบอัสแบบไม�ได2ต�อ RE ซ่ึงการหาอัตราขยายของวงจรจะกล�าวใน
บทท่ี 4 
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รูปท่ี 3.7 (ก) วงจรไบอัสแบบแบ�งแรงดัน และ (ข) วงจรไบอัสแบบแบ�งแรงดันและมี RE 

การวิเคราะห�วงจรไบอัสท้ัง 2 วงจร จะต2องแทนวงจรด2านอินพุตของวงจรด2วยวงจร
เทียบเคียงแบบเทวินิน รูปท่ี 3.8 แสดงวงจรไบอัสท่ีเทียบเคียงด2วยวิธีของเทวินินของวงจรไบอัสแบบแบ�ง
แรงดัน ซ่ึงแรงดันเทวินิน VTh เท�ากับ 
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56 แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 3 

รูปท่ี 3.8 วงจรไบอัสท่ีเทียบเคียงด2วยวิธีของเทวินิน 

และค�าความต2านทานขาออกของวงจรเทียบเทียงเทวินิน RThev เท�ากับ 
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+

1 2

1 2

 (3.23) 

กระแสเบสท่ีใช2ในการไบอัส (IB) คํานวณได2จากสมการ 
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−
=  (3.24) 

และหากระแสคอลเล็กเตอร� IC ด2วยสมการ 

 IC = βIB (3.25) 

แรงดันระหว�าง คอลเล็กเตอร�กับอิมิตเตอร� VCE ของจุดทํางานสงบคํานวณได2จากสมการ 

      VCE = VCC – ICRC   (3.26) 

ตัวอย$างท่ี 3.3 กําหนดให2ทรานซิสเตอร�ชนิด NPN ในรูปท่ี 3.9 มี β = 100 ให2หาค�า IB, IC และ VCE 

ก) วิธีทํา หากระแส IB ด2วยวิธกีารเทวินิน ซ่ึงเราจะทําการหาค�าแรงดันเทวินินได2จากสมการ 
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รูปท่ี 3.9 (ก) วงจรไบอัสแบบแบ�งแรงดัน และ (ข) วงจรไบอัสแบบแบ�งแรงดันและมี RE 

 = 3.75 V 

และค�าความต2านทานขาออกของวงจรเทียบเทียงเทวินิน RThev เท�ากับ 
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 = 187.5 kΩ 

จากรูปท่ี 3.6 แสดงวงจรไบอัสท่ีเทียบเคียงด2วยวิธีของเทวินิน ซ่ึงกระแสเบสท่ีใช2ในการไบอัส (IB) 
คํานวณได2จากสมการ 
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 = 16.26 µA 

และหากระแสคอลเล็กเตอร� IC ด2วยสมการ 

 IC = βIB (3.33) 
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58 แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 3 

 IC = 100 x 16.26 µA (3.34) 

 = 1.626 mA 

แรงดันระหว�าง คอลเล็กเตอร�กับอิมิตเตอร� VCE ของจุดทํางานสงบคํานวณได2จากสมการ 

 VCE = VCC – ICRC  (3.35) 

 = 10 V – (1.626 mA x 3 kΩ)  (3.36) 

 = 5.122 V 
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